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| a r esendppastl peun l'ekposiion d'arosupstaticanspad5 un noyen conmut at eur (19), et dans;
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moriser des données pour la formation d'un des-
sin de masque sur le film de masque formé sur
le substrat transparent, un moyen (12 a 16) pour
commander un faisceau électronique émis parle 35
canon 2 électrons (2) selon les données regues
du moyen de mémorisation (17), et un moyen
pour corriger les données mémorisées dans le

. moyen de mémorisation (17) d’'une quantité dif-

W, férente de correction selon lerapportdelasurfa- 40
ce du film de masque devant rester aprés une
opération d'incision a toute la surface du substrat
transparent.

5. Appareil selon la revendication 4, qui comprend 45
un moyen commutateur (19), et dans;lequel le
moyen de mémorisation (17) comporte une plu-
ralité de quantités de correction quiy sont mémo-
risées dont chacune est appropriée & un d'une
pluralité de types différents de film de masque, 50
une des quantités de correction étant sélection-
née en réponse & un signal de sortie du moyen
commutateur (19).



